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１．概要（Summary） 

近年、MEMS 技術による RF スイッチの研究が盛んに

行われている。その理由としては、低挿入損失・高アイソ

レーションのスイッチが実現可能からである。スイッチ動作

を行うためには、多くの場合アクチュエータ構造として静

電型構造が採用されている。しかし、一般的には静電アク

チュエータによるスイッチは、低電圧化が困難とされてい

る。そこで本研究では、これらの問題解決のために独創

的な静電駆動方式及び構造の検討を行うことによって低

電圧化を目指し、今年度は東北大学マイクロシステム融

合研究開発センターの設備を利用して、スイッチを駆動

するアクチュエータ部の微細加工を行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

レーザ描画装置、芝浦スパッタ装置、ダイサ、シンター

炉、Deep-RIE 装置、熱電子 SEM、ワイヤボンダ 
【実験方法】 

アクチュエータの基礎材料として、Si/SiO2/Si（各層の

名称、デバイス層/ボックス層/ハンドル層）の 3 層構造の

SOI（Silicon On Insulator）ウェハを用いた。レーザ描

画装置によって、電極用と構造体用のマスクを作製した。

次に、アクチュエータの製作プロセスについて述べる。ま

ず、芝浦スパッタ装置によってデバイス層全面に Al（アル

ミニウム）をスパッタし、電極用マスクによるパターニングを

行い、Al エッチングにより電極パッドを形成した。その後、

デバイス層上に構造体用マスクによるパターニングを行い、

Deep-RIE 装置によってエッチングを行った。最後に HF
（フッ酸）気相エッチングによりボックス層を除去し、構造

体をリリースした。 
 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
製作したデバイスの一部を電子顕微鏡によって観察し

た写真を図 1 に示す。構造体の形状は設計通りに製作で

きたことを確認した。1 枚のウェハに何種類かのアクチュエ

ータ構造を設計しており、それぞれの構造の駆動実験を

行った結果、一部のみ駆動が確認できたが、大半は駆動

しなかった。その原因は構造設計段階にあり、今後設計を

見直し、再びアクチュエータ部の試作を行う予定である。 

 

Fig. 1 SEM image of a part of fabricated device. 
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